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Рассмотрена область температур диффузного и дрейфового движений электронов в n-Si, выращенном 
методом Чохральского, после облучения быстрыми нейтронами реактора. Описаны температурные зависи-
мости концентрации носителей в проводящей матрице и в объёме образцов и рассчитаны дрейфовые барье-
ры, определяющие их удельное сопротивление. В рамках уточнённой модели эффективной среды описана 
температурная зависимость удельного сопротивления n-Si (ρ0 ═ 40 Ом·см) после облучения быстрыми ней-
тронами реактора. Подтверждено, что рассеяние носителей на заряженных дефектах и кластерах при учёте 
дрейфовых барьеров определяют температурную зависимость подвижности электронов в n-Si с введёнными 
кластерами дефектов. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 

ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ. 2011. №4. 

Кластеры дефектов, созданные в полупроводни-
ках быстрыми нейтронами реактора, характеризу-
ются высокой концентрацией дефектов, значитель-
ной протяженностью их пространственного заряда, 
и вследствие этого они сильно влияют на кинетиче-
ские коэффициенты, в частности, на подвижность 
носителей в кремнии, изменяя проводимость образ-
цов. Строгий подход был сформулирован в работах 
C. Herring [1] и С.И. Пекара [2] к вычислению кине-
тических коэффициентов в таких неоднородных 
полупроводниках. Описанию температурной зави-
симости подвижности электронов в кремнии посвя-
щены работы [3-5]. Рассматривая кластеры дефектов 
как полностью непрозрачные для электронов вклю-
чения, L.R. Weisberg [3] ввел эффективный радиус 
кластеров в сечение рассеяния. Он показал, что под-
вижность электронов в кремнии пропорциональна  
T-1/2. И.И. Ясковец [5] получил выражения для хол-
ловской и омической подвижностей как функции 
среднеквадратичного отклонения потенциала от 
среднего значения в области температур диффузно-
го движения электронов. М.Ш. Джандиери и 
А.А. Церцвадзе [6] в борновском приближении до-
вели задачу по рассеянию носителей на кластерах 
дефектов до аналитического выражения. Они пока-
зали, что подвижность электронов в n-Si пропор-
циональна T3/2. Ранее в работах Конвела и Вайскоп-
фа [7], а также Херринга и Брукса [8] рассматрива-
лось рассеяние носителей полем заряженных при-
месных ионов. Экспериментальное определение 
показателя степени из температурной зависимости 
подвижности показало, что его значение значитель-
но больше 3/2, и подвижность электронов в n-Si 
экспоненциально зависит от температуры. Такое 
поведение подвижности А.Я. Шик [9] объяснил пе-
рекрытием областей пространственных зарядов кла-
стеров дефектов и образованием дрейфовых барье-
ров. Искривление изоэнергетических зон в областях 
пространственного заряда клаcтеров дефектов при-
водит к изменению температурной области переза-
рядки уровней точечных дефектов. Это позволило в 
рамках модели B.R. Gossick [10] определить кон-
центрацию носителей в проводящей матрице n-Si. 

Быстрые нейтроны реактора создают в материале 
кластеры дефектов со среднестатистическим радиу-
сом 7 нм и точечные дефекты (в основном дивакан-
сии и А-центры) не только в областях пространст-
венного заряда кластеров, но и в проводящей мат-
рице кремния [11].  

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В работе исследовался n-Si с удельным сопро-
тивлением (ρ) ~ 40 Ом·см, выращенный методом 
Чохральского (Cz) после облучения быстрыми ней-
тронами реактора (n0) различными флюенсами. Ис-
пользовались различные образцы с концентрацией 
электронов (n0) до облучения  ∼ 1014 см-3. Облучение 
проводилось на горизонтальном канале реактора 
ВВР-М в потоке 5·108 n0/(см2)·с при комнатной тем-
пературе. Поток быстрых нейтронов с точностью 
~10 % был определён пороговым детектором 32S 
(пороговая энергия Е = 0,95 МэВ) и приведен к 
энергии нейтронов начиная примерно со 100 кэВ 
согласно теоретическому спектру нейтронов. Изме-
рения проводимости и коэффициента Холла были 
выполнены стандартным компенсационным мето-
дом с точностью 3%. 

Экспериментальные результаты показаны на 
рис. 1-5. На рис. 1,а и б приведены температурные 
зависимости удельного сопротивления n-Si, облу-
чённого различными дозами быстрых нейтронов 
реактора. Расчет выполнен в рамках теории эффек-
тивной среды с учётом дрейфовых барьеров в про-
водящей матрице образцов и перезарядки дефектов 
в областях пространственного заряда кластеров де-
фектов. На рис. 2,а и б представлены температурные 
зависимости дрейфовых барьеров (EV) в проводящей 
матрице образцов, рассчитанные в приближении, 
что <n>/n – отношение средней концентрации к ло-
кальной носителей заряда – зависит только от флю-
енса. На рис. 3 показана температурная зависимость 
изменения подвижности электронов для некоторых 
флюенсов облучения n-Si быстрыми нейтронами 
реактора. Изменение подвижности обусловлено 
диффузным движением электронов в проводящей 
матрице образцов. На рис. 4 приведены температур-
ные зависимости экспериментально определяемой 
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подвижности электронов в n-Si, облучённом раз-
личными дозами быстрых нейтронов реактора. Рас-
чёт дрейфовой подвижности при температуре 
Т < 150 K вёлся с учётом рассеяния на кластерах и 
точечных дефектах и температурной зависимости 
дрейфовых барьеров. В области температур 
(T > 150 K) учитывалось изменение подвижности 
электронов, обусловленное их диффузным движе-
нием, как в проводящей матрице, так и в областях 
пространственного заряда кластеров дефектов. Так-

же вводилась поправка в дрейфовую подвижность 
электронов, вызванная поляризацией кластеров в 
электрическом поле. На рис. 5 представлены темпе-
ратурные зависимости как холл-фактора для неко-
торых флюенсов облучения n-Si быстрыми нейтро-
нами реактора, вычисленная в области температур 
рассеяния на кластерах и точечных дефектах, так и 
холл-фактора до облучения (кривая 1), умноженного 
на коэффициент, обусловленный диффузным дви-
жением носителей после облучения [5]. 
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Рис. 1. Температурные зависимости удельного сопротивления n-Si (n0 = 1,205·1014 см-3, Cz), облучённого 
флюенсом быстрых нейтронов реактора: 1 – 0,93; 2 – 1,7; 3 – 2,5; 4 – 3,1; 5 – 3,3·1013 n0·см-2 (a);  

1 – 3,45; 2 – 3,7; 3 – 3,75; 4 – 4,51 (5 – σ1 = 5·10-3·exp(-Ea/2kT), Ea = 0,11 эВ; 4 – σ1 = 10-5 Ом-1·см-1);  
6 – 5,07·1013 n0·см-2 (б). Символы – экспериментальные значения; сплошные линии – расчёт при σ1 = const 
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Рис. 2. Температурные зависимости в проводящей матрице n-Si (n0 =1,205·1014 см-3, Cz) дрейфовых барье-
ров после облучения образцов флюенсом быстрых нейтронов реактора: 1 – 0,93; 2 – 1,7; 3 – 2,5; 4 –3,1;  

5 – 3,3·1013 n0·см-2 (a); 1 – 3,45; 2 – 3,7; 3 – 3,75; 4 – 4,51; 5 – 5,07·1013 n0·см-2 (б).  
Символы – экспериментальные значения; сплошные линии – огибающие 

 
КИНЕТИЧЕСКИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 
Несомненно, определение кинетических коэф-

фициентов полупроводников, облученных высоко-
энергетическими ядерными частицами, представля-
ет интерес фундаментальной физики твердого тела. 
Кластеры дефектов, созданные быстрыми нейтро-
нами реактора в объёме полупроводника, не только 
геометрически блокируют движение носителей то-
ка, но из-за их перекрытия создаются дрейфовые 

барьеры, что тормозит движение электронов с энер-
гией меньше уровня протекания в электрическом 
поле [12] и приводит к их диффузному движению 
[2]. 

Удельная проводимость проводящей матрицы n-
Si после облучения связана как с концентрацией 
носителей (nef) на уровне протекания даже при по-
стоянной концентрации электронов в зоне проводи-
мости, так и с подвижностью (μd) носителей тока 
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при учёте рассеяния на кластерах [6] и заряженных 
точечных дефектах [7, 8] соотношением: 

efd nqμσ = ; 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⋅=

kT
E

nn V
ef exp , 

где n – концентрация электронов в проводящей мат-
рице образца после облучения; EV – средняя вели-
чина дрейфовых барьеров; q – заряд электрона. 

Будем рассматривать область температур 
(T < 150 K), когда длина свободного пробега элек-
трона в проводящей матрице больше протяженности 
областей пространственного заряда кластеров де-
фектов и можно говорить о преимущественном рас-
сеянии на кластерах дефектов. Считается, что коэф-
фициент Холла (R) определяется средней по образцу 
концентрацией  <n>  носителей: 

><= nq
AR 0 , 

где А0 – холл-фактор, определяемый с учётом рас-
сеяния на кластерах и точечных дефектах. 

Электроны в проводящей матрице движутся под 
действием приложенного электрического поля не 
только в областях пространственных зарядов кла-
стеров дефектов, но и в области “озёр”, где отсутст-
вуют их потенциалы. Следовательно, среднюю кон-
центрацию носителей в образце можно определить: 

efnFnFn )1( −+>=< , 
где F – доля объёма “озер”. 

Тогда холловская подвижность (μН) при 
T < 150 K равна 

><
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⋅=

n
n

kT
E

A V
dH exp0μμ .              (1) 

Казалось, если в образце дрейфовые барьеры от-
сутствуют, то величины <n> и μH определяют в пер-
вом приближении просто среднюю концентрацию и 
подвижность электронов проводящей матрицы. В 
действительности эффективный объём, непрони-
цаемый для носителей, и, следовательно, сфера, на 
которой происходит рассеяние основных носителей, 
определяются радиусом rC [13]: 

2

2

2 351
231

y
yrrC +

+
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L
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где LD – длина Дебая в области “озёр”; r2 – радиус 
протяжённости пространственного заряда кластеров 
дефектов. 

Это значит, что примерно в 70 % объёма класте-
ров проникают основные носители тока, так как 
rC/r2∼0,7 в n-Si . 

Рассмотрим также область температур 
(T>150 K), когда длина свободного пробега элек-
трона в образце меньше протяжённости пространст-
венного заряда областей кластеров дефектов. В 
электрическом поле электроны будут двигаться 
диффузно, огибая недоступные области пространст-
венного заряда. Тогда холловская подвижность при 
T > 150 K равна [2] 

)1( δσμ −= efefH R , 

где δ – поправка, обусловленная диффузным движе-
нием электрона. 

В области температур диффузного движения 
электронов кластеры дефектов можно рассматри-
вать как диэлектрические включения в проводящей 
матрице. Тогда, используя выражение для кинетиче-
ских коэффициентов из теории эффективной среды 
[14], проводимость (σef) в направлении электриче-
ского поля после облучения быстрыми нейтронами 
имеет вид [15]: 

Bf
f

fL
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X

X
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−
=

−−
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)1)(1(

σσσ , 

где LX = 1,2·ψ1,3  – коэффициент деполяризации кла-
стеров дефектов с потенциальным барьером ψ (В) в 
электрическом поле; f – доля объёма диэлектриче-
ских включений (кластеров); σ – проводимость об-

разца в области “озёр”; 
X

X

L
L

B
−

=
1

 – параметр, ко-

торый определяет долю проводящего объёма. 
Коэффициент Холла после облучения быстрыми 

нейтронами  
1)1( −−⋅= fRRef , 

где R-1 см-3 – средняя концентрация электронов в 
области “озёр”. 

Холловская подвижность при T > 150 K равна  

><+
−

⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=

n
n

BfkT
E

A V
dH 1

)1(exp1
δμμ ,    (2) 

где μd – дрейфовая подвижность носителей до облу-
чения; А1 – холл-фактор в образце до облучения с 
учётом диффузного движения электронов [5]. 

Согласно Herring [1] изменение подвижности но-
сителей равно 1 – ε/3, где ε – среднеквадратичное 
отклонение концентрации основных носителей от 
среднего значения <n>. В приближении эффектив-
ной среды изменение подвижности носителей опре-
деляется чисто геометрически. Но в электрическом 
поле электрон в образце движется не только в об-
ластях пространственного заряда кластеров дефек-
тов, но и в области “озёр”. Поэтому изменение под-
вижности можно определить согласно теории ум-
ножения вероятностей: 

3
Ff ⋅

=δ .                                 (3) 

Таким образом, дрейфовая подвижность в полу-
проводнике после облучения быстрыми нейтронами 
изменяется не только в результате диффузного дви-
жения электронов, но и за счет поляризации класте-
ров дефектов в электрическом поле. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 

Теория эффективной среды [14] описывает экс-
периментально измеренную температурную зависи-
мость проводимости образца как двухфазную сис-
тему: проводящая матрица и кластеры дефектов эф-
фективного среднестатистического радиуса – с по-
мощью параметра x = σ1/σ – отношение проводимо-
стей этих фаз. Теория эффективной среды, содер-
жащей кластеры дефектов с проводимостью σ1 в 
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проводящей матрице с проводимостью σ, представ-
лена следующими выражениями: 

σσ ⋅= fef ;  ( ) 5.02 2/xaaf ++= ; 
                            

( ) ( )[ ]2/15.05.15.0 xxCa +−⋅−⋅⋅= ,            (4) 
 

где σσ /1=x ; σef – проводимость образца с вве-
дёнными кластерами дефектов; C – доля проводя-
щего объёма. Всегда доля проводящего объёма 
больше доли объёма “озёр”. 

Определим проводимости в проводящей матрице 
и в кластерах в кремнии в первом приближении: 

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−⋅=

kT
E

qn Vexp0μσ ; const=1σ , 

где μ0 – дрейфовая подвижность электронов до об-
лучения. 

Концентрацию электронов в проводящей матри-
це можно вычислить в рамках уточнённой модели 
Gossick [10,11]. Величина дрейфового барьера (EV) 
вычислялась при комнатной температуре, а эффек-
тивный радиус кластеров дефектов (ref) – в области 
температур эффективной максимальной проводимо-
сти (см. рис.1 a,б). Величины  EV и ref  взаимосвяза-
ны, но с различной степенью влияния на темпера-
турную зависимость удельного сопротивления ρ(Т). 
Поэтому EV (292 К) и ref (min (ρ)) в конечном итоге 
определяют наклон экспериментальных значений 
(ρ(Т)) в области температур 300…200 К. Проводи-
мость кластеров подбиралась при низких темпера-
турах. Температурные зависимости дрейфовых 
барьеров (см. рис. 2,a,б) были вычислены в прибли-
жении, что <n>/n  есть только слабая функция дозы 
облучения быстрыми нейтронами реактора и не за-
висит от температуры измерения. В области темпе-
ратур T > 150 K вычисление проводилось согласно 
выражениям (2) и (3), а при T<150 K – (1). В резуль-
тате вычислена поправка δ, обусловленная диффуз-
ным движением электронов, что позволило опреде-
лить температурную зависимость изменения под-
вижности  δμ, см2/(В·с) при различных флюенсах 
облучения быстрыми нейтронами реактора (рис. 3).  

При больших дозах облучения (см. рис. 1,б) 
предположение, что σ1 = const, уже себя не оправ-
дывает, экспериментально измеряемая проводи-

мость ведёт себя активационным образом (ln(ρ) от 
103/T – прямая линия). 

100 150 200 250 300

101

102

103

δμ
, c
м2 /В
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Рис. 3. Температурная зависимость изменения 

 подвижности (δμ) электронов в n-Si  
(n0 = 1,205·1014 см-3, Cz), облучённом флюенсом  
быстрых нейтронов:  ● – 2,5; ▲ – 3,1; ! – 3,3; 

 ▼ –3,45; ► – 4,51·1013 n0·см-2.  
Сплошные линии: δμ(Т) = 6,5·1013·Т-5  

в интервале 170< Т <300 К; δμ(Т) = 2,2·109·T-3  
в интервале 100< Т <170 К 

 

Тогда предположим, что проводимость класте-
ров σ1(T)=ρ1(T)-1 равна 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⋅=

kT
EaDT

2
exp)(1σ  .                    (5) 

После дозы облучения Ф = 4,51·1013 n0·см-2 луч-
шее описание ρ1(T) получено при D=5·10-3 Ом-1·см-1, 
Еа = 0,17/λ эВ, где λ = 1,5 [11]. Здесь Еа – энергия 
перезарядки А-центров в областях пространствен-
ных зарядов кластеров. Известно, что А-центры 
вводятся в n-Si (Cz) с самой высокой скоростью. 
Поэтому естественно предположить, что перезаряд-
ка уровня А-центра (Ес – 0,17 эВ) в областях про-
странственного заряда кластеров дефектов привела 
к активационному поведению проводимости n-Si. 
Искривление изоэнергетических зон в областях про-
странственного заряда кластеров обусловило сме-
щение области перезарядки А-центров в область 
более низких температур. И для этого «виртуально-
го» уровня не существует компенсирующих дефек-
тов. Рассчитанные значения: <n>/n, EV (292 K), 
δμ (292 K) и N1 приведены в таблице в зависимости 
от флюенса облучения. 

 

Результаты определения: отношения средней концентрации носителей (<n>) в n-Si  
(n0 = 1,205·1014 см-3, Cz) к локальной (n) в зависимости от флюенса (Ф) облучения быстрыми нейтронами 
реактора; коэффициента (β) для оценки эффективного радиуса (ref = rC·β) и концентрации дефектов (N1)  
в среднестатистическом кластере дефектов. Здесь rC – радиус кластера, непроницаемого для электронов 

 

Φ·10-13, n0·см-2 <n>/n EV ρ1, Ω·см β δ·μ, м2/(В·с) N1·10-19 см-3

0,93 0,99141 0,000519 200 1,51 30,90 1,70 
1,7 0,95503 0,00194 300 1,45 28,30 1,70 
2,5 0,91926 0,0030 500 1,36 28,30 1,70 
3,1 0,91187 0,0032 1850 1,27 32,83 1,69 
3,3 0,89568 0,0037 3500 1,26 30,07 1,68 
3,45 0,89168 0,0039 17000 1,23 30,20 1,67 
3,7 0,84757 0,0052 52000 1,20 26,31 1,627 
3,75 0,84436 0,0057 82000 1,20 26,62 1,587 
4,51 0,74396 0,0099 100000 1,12 31,44 1,440 
5,07 0,52008 0,01955 130000 1,045 28,83 1,420 
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Таким образом, в теории эффективной среды не-
обходимо учитывать не только дрейфовые барьеры 
в проводящей матрице, но и изменение проводимо-
сти кластеров за счет перезарядки радиационных 
дефектов в областях пространственного заряда кла-
стеров дефектов. Температурные зависимости хол-
ловских подвижностей, полученных как произведе-
ние σ·R, были описаны с использованием Ev(T) (см. 
рис. 2 ,a,б) согласно выражениям (1) и (2) и пред-
ставлены на рис. 4. 
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м2 /В
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T, K
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2
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Рис. 4. Температурные зависимости холловской 
подвижности (μН) электронов при дрейфовом и 

диффузном (чёрная и красная линии соответствен-
но) их движении в n-Si (n0 = 1,205·1014 см-3, Cz ), 
 облучённом быстрыми нейтронами реактора  
флюенсом: 1 – 0; 2 – 0,93; 3 – 2,5; 4 – 3,1;  

5 – 3,3·1013 n0·см-2.  
Символы – экспериментальные значения; 

сплошные линии – расчёт 
 

Следует отметить, что выражение (1) лучше опи-
сывает μH (T) в области температур T < 150 K, а вы-
ражение (2) – в области температур T > 150 K. Оп-
ределение дрейфовой подвижности велось согласно 
“mixed scattering” выражению, полученному авто-
рами P.P. Debye и E.M. Conwell [16]. При этом  учи-
тывались рассеяния и на кластерах дефектов [6]:  

}]sin
2

sincos{1[ 2 xxSixxCixxdLd
πμμ −++= , 

где 
dI

dLx
μ
μ

62 = ; μdL  – подвижность электронов при 

решеточном рассеянии в образце; μdI – подвижность 
электронов при ионном рассеянии в образце. 

Подгонка теоретической кривой μH (T) в области 
температур Т < 150 К к экспериментальным значе-
ниям осуществлялась путём подбора концентрации 
дефектов N1, см-3 (дивакансий) в среднестатистиче-
ском кластере дефектов с радиусом 70 Å, и эти зна-
чения (N1) для каждого флюенса облучения быст-
рыми нейтронами приведены в таблице. Холл-
фактор (А) зависит от структуры энергетических зон 
и относительной силы различных механизмов рас-
сеяния носителей. Расчёт холл-фактора в зависимо-
сти от температуры в n-Si (n0 = 1,205·1014 см-3, Cz) 
при диффузном движении электронов (рис. 5, кри-
вые 6-9) был выполнен согласно отношению хол-

ловской подвижности к дрейфовой подвижности, 
полученной в работе [5]. При дрейфовом движении 
электронов холл-фактор А0 (Т) (см. рис. 5, кривые 2-
5) был рассчитан для наших (μd/μdI)0 с использова-
нием зависимости А( μd/μdI) из [17]. 

 

0 50 100 150 200 250 300
0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

1,05

1,10

1,15

1,20

1,25

1,30

1,35

1,40

хо
лл

-ф
ак
то
р

Температура, K

1
2
3
4
5

1
6
7
8
9

 

µ Н
,  

Рис. 5. Температурные зависимости холл-фактора  
в  n-Si (n0 = 1,205·1014 см-3, Cz), облучённом 

 флюенсом быстрых нейтронов реактора: 1 – 0;  
2, 6 – 0,93; 3, 7 – 2,5; 4, 8 – 3,1; 5, 9 - 3,3·1013 n0·см-2. 
Кривые (2–5) – расчёт при дрейфовом движении 
электронов;  (6–9) – при диффузном движении 
электронов в проводящей матрице образцов 

 

Таким образом, при описании температурной за-
висимости экспериментально определяемой холлов-
ской подвижности надо учитывать дрейфовые барь-
еры, а в области низких температур – ещё и рассея-
ние на кластерах и заряженных точечных дефектах с 
учетом холл-фактора для своей области температур. 

 

ВЫВОДЫ 
 

Определены дрейфовые барьеры в проводящей 
матрице электронного типа кремния, выращенного 
методом Чохральского (n0 = 1,2·1014 см-3), после об-
лучения быстрыми нейтронами реактора в прибли-
жении, что отношение средней концентрации элек-
тронов в образце к локальной не зависит от темпе-
ратуры измерения. 

Описаны температурные зависимости подвиж-
ности электронов и удельного сопротивления в n-Si 
после облучения различными флюенсами быстрых 
нейтронов реактора образцов кремния в рамках 
уточнённой теории эффективной среды. 

Показано, что изменение подвижности электро-
нов в области температур их диффузного движения 
определяется геометрическим фактором и поляри-
зацией кластеров в электрическом поле. В области 
температур дрейфового движения подвижность 
электронов определяется не только рассеянием на 
кластерах, но и среднестатистическими дрейфовыми 
барьерами. 
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КІНЕТИЧНІ КОЕФІЦІЄНТИ У n-ТИПУ КРЕМНІЮ, ОПРОМІНЕНОГО ШВИДКИМИ 
НЕЙТРОНАМИ РЕАКТОРА 

 

O.П. Долголенко 
 

Розглянуто області температур дифузного і дрейфового руху електронів у n-Si, вирощеного методом 
Чохральського, після опромінення швидкими нейтронами реактора. Описано температурні залежності кон-
центрації носіїв у провідній матриці й у всьому зразку і розраховані дрейфові бар'єри, що визначають їхній 
питомий опір. У рамках уточненої моделі ефективного середовища описана температурна залежність пито-
мого опору n-Si (ρ0 ═ 40 Ом·см) після опромінення швидкими нейтронами реактора. Підтверджено, що роз-
сіювання носіїв на заряджених дефектах і кластерах при обліку дрейфових бар'єрів визначають температур-
ну залежність рухливості електронів у n-Si із уведеними кластерами дефектів.  

 
 

KINETIC COEFFICIENTS IN n-TYPE SILICON, 
IRRADIATED BY REACTOR FAST NEUTRONS 

A.P. Dolgolenko 

The area of temperatures of diffuse and drift movement electrons in n-Si, grown up by Czochralski method, after 
irradiation fast neutrons of a reactor is considered. Temperature dependencies of carrier concentrations in a conduct-
ing matrix and in volume of samples are described and the drift barriers determining their specific resistance are 
calculated. Within the limits of the specified model of the effective environment temperature dependence of specific 
resistance n-Si (ρ0 ═ 40 Ω·cm) after an irradiation is described by fast neutrons of a reactor. It is shown that the ac-
count of drift barriers and defects recharges in the space-charge areas of defect clusters describes temperature de-
pendence of specific resistance more precisely. It is confirmed that scattering of carriers on the charged defects and 
clusters at the account of drift barriers defines temperature dependence of mobility electrons in n-Si with introduced 
clusters of defects.  
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